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В С Т У П

Прогрес у розвитку сучасної напівпровідникової електроніки 
пов'язаний з освоєнням нових напівпровідникових матеріалів. Такими 
матеріалами с поруваті напівпровідники, які володіють унікальними фізико- 
ммічинми властивостями у порівнянні і аналогічними напівпровідниковими 
монокристалами.

Найяскравішим представником с поруватий кремній Сам е на поверхні 
кремнію вперше спостерігалося утворення І ємної плівки При
електролітичному травленні у розчині III (А Улір) |89|. У  речу літам  
іранлеиня у і ворювалась велика кількість мілких йор До т ю  ж ш кавісп. до 
нанокрнсталічного кремнію зросла після виявлення Л . Кенхемом |І7| 
ініенсивної фотолюмінесценції іакпх плівок.

Водночас після в ід к р и т і фотолюмінесценції \ і тр у т н о м у  кремнії 
почали розроблятися та досліджуватися інші ііігн.ковнмірпі
ііанінировідіїпкові структури.

При зміні розміру наиокристалів і йор між ними к межах 3-50 нм 
сугггво змінюються хімічні, електронні, оптичні та адсорбційні властивості 
реальної поверхні монокристалічного напівпровідника. Отже, важнішім  
ішіанням. якому слід приділити уваг), є отримання поруватої поверхні 
напівпровідників та їх з'єднань.

У  порівнянні з об'ємними кристалами зниження симетрії чи зміна 
морфології шпьковимірннх структур НрІІНОДІГГЬ ДО ПОЯВИ НОВИХ ОН І ІНШИХ 
властнвосіеП. які не присутні в об'ємних напівпровідниках. Це робим, дані 
матеріали перспективними для багатьох застосувань в електроніці, 
енергетиці, медицині тощо. Можливість викорпеїания пору на і н\ 
напівпровідників в якості основи композитних матеріалів або підкладки для 
росту і етерос іруктур значно розширює спектр його застосувань.

Хоча поруваті напівпровідники вивчаються вже не перше десяїн.ііі ія. 
досі існують інгілиня, які внмлгаюіі. детального ЛООЛриіІІОНіІНІІЯ. І ом\ 
проблема пошуку оптимальних методів виготовлення І дослідження 
поруватих напінпровідипкін досі залишається актуальною. більш проспім і 
дешевим, по відношенню до інших методів. I МСЮ.І електрохімічноїи 
іривлення.

У першому розділі даної моної рафії розі.іидаюіьея методи травлення 
га їх особливості. Детальну увагу приділено методу електрохімічною  
іранлеиня і безпосередньо складовим електроліту для даної о іп ш  ірліііспіія 
ІІаводяїься моделі утворення пор. А  також описуються межі застосування 
електрохімічного іравлення


